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(57)【要約】
【課題】　従来のインクジェット法による電極形成方法
では、開口部からの濡れ広がりを利用していたため導電
膜の膜厚にむらが生じやすく膜厚均一性が十分ではなか
った。
【解決手段】　本発明は金属微粒子を含有するインクを
微細孔の内壁に着弾塗布してインク膜を形成するため、
膜厚の均一性を精度よく制御することができ、膜厚均一
性の良い低抵抗な導電膜を微細孔に形成する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面電極と裏面電極とを電気的に接続する導電膜が形成された少なくともひとつ以上の
微細孔を有する配線基板の製造方法において、
　インクジェット法により金属微粒子を含有するインクを少なくとも前記微細孔の内壁に
着弾塗布し、内壁の一部の領域に表面電極と裏面電極と接触するインク膜を形成する工程
と、
　前記インク膜を乾燥し金属微粒子からなる膜を形成する工程と、
　金属微粒子を焼成し導電層を形成する工程と、を有することを特徴とする配線基板の形
成方法。
【請求項２】
　前記表面電極が前記内壁の少なくとも一部の領域まで連続して形成されていることを特
徴とする請求項１記載の配線基板の形成方法。
【請求項３】
　インクを塗布するためのインクジェットヘッドは前記配線基板の表面側に位置し、一つ
の微細孔に対して塗布する液滴数が複数であり、前記複数の液滴が前記微細孔の裏面側か
ら順に塗布されることを特徴とする請求項１記載の配線基板の形成方法。
【請求項４】
　インクを塗布するためのインクジェットヘッドは前記配線基板の表面側に位置し、一つ
の微細孔に対して塗布する液滴数が複数であり、前記複数の液滴が前記微細孔の表面側か
ら順に塗布されることを特徴とする請求項１記載の配線基板の形成方法。
【請求項５】
　表面電極と裏面電極とを電気的に接続する導電膜が形成された少なくともひとつ以上の
微細孔を有する配線基板において
　前記微細孔内の導電膜は、膜厚が０．１μｍ以上であり、微細孔の円周方向に沿って、
表面電極と裏面電極の間での最小幅が１０μｍ以上であることを特徴とする配線基板。
【請求項６】
　前記微細孔の内壁に前記配線基板の表面と離面とを連結する溝が形成されており、該溝
部に沿って前記導電膜が形成されていることを特徴とする請求項５記載の配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微細孔を有する配線基板の製造方法及びその配線基板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、配線基板は、導電層をパターニングすることにより、配線あるいは電極等が形成
されることによって作製される。近年、多くのデバイスが高精細化への開発が盛んになっ
てきている。
それに伴い配線基板の小型化、高密度化が求められている。そのため、高精細なパターニ
ング法としては高精度の開口部を有するフォトマスクを利用したフォトリソグラフィが一
般に適用されている。しかし、この方法は、パターン毎に個別のマスクが必要である。さ
らに、成膜、レジストパターニング、剥離工程など様々な工程が必要であり生産性に問題
がある。また、それに伴い材料等の使用効率も悪い等の製造コストの面でも課題がある。
【０００３】
　これに対して、配線基板における配線形成の方法として、インクジェット法等の液状材
料を塗布するウェットプロセスが注目されている。インクジェット法による配線形成は、
インクジェット装置を用いて配線材料を含むインクを基板上の目的箇所に塗布し、その後
焼成することにより、金属配線を形成することにより行なわれる。このとき、配線材料と
しては、金属微粒子を溶媒中に分散・溶解させることにより作製されたインクを利用する
ことが多い。このようにインクジェット装置を用いた配線形成は、フォトマスク等を利用
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せず直接にパターニングできる為、生産効率の面で非常に優位である。
【０００４】
　また、配線基板においては配線を高密度に配置する方法として多層化技術が一般に用い
られている。多層化配線技術の一つに基板表面と裏面間を電気的に接続する手法がある。
基板の表裏面を電気的に接続する方法として、一般に基板に微細孔を形成し、この微細孔
に導電層を形成することにより基板表裏面を電気的に接続する方法がある。微細孔の導電
層の形成方法としては、微細孔のアスペクト比が１未満で比較的小さい場合には、スパッ
タ法や蒸着法等のドライプロセスによって微細孔内に導電層を形成することが可能であり
、基板表裏面の電気的な導通をとることが可能である。しかし、微細孔のアスペクト比が
１以上の場合には、微細孔の裏面側の側面には上記のドライプロセスではカバレッジが良
くない為導電性を確保する為の十分な導電層を形成することが極めて困難である。そこで
、ドライプロセスにより微細孔内面にシード層を形成した後、めっきにより導電部を成長
させるという方法が取られている。（例えば、特許文献１参照）特に、スパッタ法や蒸着
など指向性のある成膜法により微細孔の内壁にシード層を形成する方法としては、微細孔
の形状に応じた入射角度によって成膜粒子を入射させることになる。
【０００５】
　しかし、めっきによって高アスペクト比微細孔の導電性を確保する為には、微細孔内に
めっき液を十分に循環させる必要があるため、めっきによる導電層の成膜速度が小さいと
いう欠点がある。また、微細孔の下方部に必要なめっき層が形成する時には、上部には不
必要なめっき層が形成されてしまう。
【０００６】
　そこで、高アスペクト比の微細孔を有する配線基板に対しては、インクジェット法等に
より導電性材料を直接微細孔に塗布する手法がとられている。（例えば、特許文献２参照
）
　特許文献２によれば、微細孔内に配線材料を充填し、基板表裏面の導電性を確保してい
る。
【０００７】
　この方式は、インクジェット法で微細孔内に導電材料を充填する方法が提示されている
。インクジェット法で微細孔内に導電性材料を充填する為には、微細孔内に十分な液滴の
量を付与する必要がある。例えば、微細孔の形状がΦ４６μｍ、深さが２００μｍ（アス
ペクト比が４．３５）とする。さらに、インクジェット液滴の大きさがΦ３０μｍ、イン
ク内の導電性材料の重量濃度が５０％とする。このとき、一つの微細孔内を導電性材料で
充填する為には２０個以上の液滴を塗布しなければ成らない。一つの配線基板には、基板
上下の導通を取るための微細孔は、かなり存在する。そのため、インクジェット法で微細
孔内に導電性材料を充填する方法はスループットの上で障害となる。インクジェット法で
利用される導電性材料には、金属微粒子が広く利用されている。さらに、金属微粒子は一
般に材料費が高い。この為、金属微粒子を微細孔に充填塗布する方法は生産性の観点で問
題がある。
【０００８】
　さらに、微細孔の内壁の円周全面に金属微粒子を塗布する方法も提示されている（特許
文献３参照）。特許文献３によれば、微細孔の内壁に金属微粒子インクを全面に塗布する
ために、微細孔の上面円周上にインク液滴を着弾させ微細孔内壁に広がらせることにより
下面電極と接触させ、かつ円周上面全周にインクを塗布することにより内壁全面に塗布す
る方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平５－１６７０６２号公報
【特許文献２】特開２００３－２４３３２７号公報
【特許文献３】特開２００３－３１８５４２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　インクジェット法により、微細孔内壁に配線を形成する為には、微細孔上面の円周上に
液滴を塗布しても安定的に内壁に広がるように制御することは極めて困難である。しかも
、微細孔内の配線抵抗を下げる為には適切な膜厚を形成する必要がある。そのため、上面
円周上に複数回着弾位置をずらして塗布するためには各々の円周上で複数の液滴を塗布し
なければならずタクトの上で問題がある。
【００１１】
　このように、安定的に微細孔内の配線を形成し、かつ低コストで生産するためには多く
の課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の問題点を鑑みて、本発明では次のような配線基板の製造方法及び配線基板を提供
する。
【００１３】
　表面電極と裏面電極とを電気的に接続する導電膜が形成された少なくともひとつ以上の
微細孔を有する配線基板の製造方法において、
インクジェット法により金属微粒子を含有するインクを少なくとも前記微細孔の内壁に着
弾塗布し、内壁の一部の領域に表面電極と裏面電極と接触するインク膜を形成する工程と
、
　前記インク膜を乾燥し金属微粒子からなる膜を形成する工程と、
　金属微粒子を焼成し導電層を形成する工程と、を有することを特徴とする配線基板の形
成方法。
【００１４】
　更に、表面電極と裏面電極とを電気的に接続する導電膜が形成された少なくともひとつ
以上の微細孔を有する配線基板において
　前記微細孔内の導電膜は、膜厚が０．１μｍ以上であり、微細孔の円周方向に沿って、
表面電極と裏面電極間での最小幅が１０μｍ以上であることを特徴とする配線基板。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、必要な導電性を有し、スループットを向上した低コスト高品質の配線
基板の製造方法を提供することが可能であり、またその配線基板も提供することができる
。
【００１６】
　さらに、表面電極の一部が微細孔の内壁に連続して形成している場合には、表面電極と
裏面電極との配線としての接続がより容易に形成することが可能となる。
【００１７】
　また、微細孔のアスペクト比が高くなった場合には、表面電極と裏面電極を電気的に接
続するために複数の液滴を微細孔の内壁に着弾塗布させるとより良い効果が得られる。ま
た、その場合には、裏面電極側から液滴を着弾させる場合や表面電極側から液滴を着弾さ
せることにより表面電極側から裏面電極側に効率良く配線を接続することが可能となる。
【００１８】
　あるいは、配線基板の配線形状としては、配線としての無効部を出来るだけ削減する為
にも膜厚を０．１μｍ以上とし、最低の線幅を１０μｍ以上にすることで少ない配線形成
面積で可能となる。このように、表面電極と裏面電極間をより容易に配線を形成する為に
は、表面電極と裏面電極間に溝を形成しそこに配線を形成することでさらに少ない材料で
配線を形成することが可能となる。これは、液状材料を塗布する場合に毛管現象を利用す
るものである。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】本発明に関わる実施形態の一例を模式的に示す図である。
【図２】本発明に関わる実施形態の一例を模式的に示す図である。
【図３】本発明に関わるシリコン基板表面電極を説明する図である
【図４】本発明に関わる実施形態の製造工程を示す図である。
【図５】本発明に関わる実施形態の製造工程を示す図である。
【図６】本発明に関わる配線基板の微細孔を示す図である
【図７】本発明に関わる配線基板の微細孔を示す図である
【図８】本発明に関わる実施形態の製造工程を示す図である。
【図９】本発明に関わる実施形態の一例を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下では、本発明に関わる配線基板に関する一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図１が本発明を実施するための形態の一つであり、代表的な一つの微細孔を示している
。シリコン基板１は配線基板を形成するための基板である。本実施例では、シリコン基板
における配線基板に関して説明するが、基板の種類はガラス、ガラスエポキシ、樹脂基板
の何れでも良い。シリコン基板１内に上下を連通する微細孔２が形成されている。微細孔
２の形状はほぼ円柱形状であることが一般的である。
【００２２】
　また、微細孔の加工プロセスによっては底部方向に向かって少しテーパ状に成ることも
ある。微細孔の内径は、基板の厚さ及び配線基板上に設置されているデバイスによって制
約され、数十μｍ程度である。本発明では、内径が１５μｍ～５０μｍにおいて効果がさ
らに強調される。微細孔の内側及び上面の一部には、絶縁層４が形成されている。これは
、基板が絶縁基板でなくても他の端子との絶縁性を保つ為に必要なものである。絶縁層形
成には、熱ＣＶＤ法等を利用すると比較的容易に微細孔の内部まで、均一に絶縁層を形成
することが可能である。
【００２３】
　パッド電極３（裏面電極或いは下電極とも呼称する）は、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃ
ｕ等を用いれば良い。Ａｌ、Ｃｕ等を電極として利用する場合には、プロセス工程上で表
面層が酸化されてしまう。この場合、電極表面で異種導電性材料と電気的コンタクトを取
るためには、予め表面酸化層のドライエッチング工程が必要である。本実施例では、一例
として、不活性ガスイオンを照射し、表面変質層を除去した。その後、直ちに表面電極５
（上電極とも呼称する）を形成する工程にて、基板裏面のパッド電極３上にＴｉ及びＡｕ
層を形成する。このときの成膜時の条件を制御することで、微細孔の上面側の一部にも表
面電極と連続した電極を形成することが可能である。例えば、蒸着法にて高真空条件で成
膜し、かつ基板を蒸発源に対向する配置から傾きを持つように配置することで、微細孔の
表面側の一部に電極を形成することが可能である。
【００２４】
　この微細孔の表裏電極の導通を持つ為に、微細孔の内部に導電層１１を形成する。導電
層１１を形成する方法として、インクジェット法を用いる。インクジェット法は必要な箇
所に必要な量の液体材料を正確に着弾塗布することが可能である。液体材料としては金属
微粒子、金属ナノ粒子を含有する液体を利用する。金属ナノ粒子の材料としては、Ａｇ、
Ａｕ、Ｃｕを利用する。溶媒としては、水系、油系どちらでも良い。また、液滴の着弾位
置を制御することにより、つまり、微細孔の内壁の上下方向で着弾位置をずらすことによ
り微細孔の内壁の上下方向に渡ってライン上の配線を形成することが可能である。このよ
うに塗布した導電層の材料を乾燥し、１２０℃～３５０℃の熱処理を加えることで、低抵
抗値をもつ導電膜が形成される。金属ナノ粒子は、液体状に安定に分散する為に高分子材
料でコーティング処理をしているものが多い。そのため、この高分子層を除去する為に熱
処理工程が必須となっている。導電層１１は微細孔２の一部に配置している。
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【００２５】
　配置形状は、上下電極を結ぶように微細孔内部のある領域のみ配置している。この導電
層１１は微細孔２の低部では、比較的大きな割合で下電極３に接触している。この下電極
３との接触部はかならずしも図１に示すようにほぼ全面で接触する必要はない。
【００２６】
　このように、微細孔２内で上下電極の導電を確保する為の配線構造をすることで、簡単
でしかもスループットが高い配線基板を得ることが可能となる。さらに、導電性を得る為
に付与する導電材料は必要最低限の材料しか持ちないため、コスト削減にも有効である。
【実施例】
【００２７】
　（実施例１）
　本発明に基づく配線基板の製造方法について、以下で詳細に説明する。
【００２８】
　図２は本実施例における配線基板内の微細孔の断面図である。微細孔２はシリコン基板
１に形成する。微細孔の直径は５０μｍ、深さ２００μｍであり、微細孔２の底はシリコ
ン基板１の反対面上に形成されたＡｌパッド電極３の裏面となっている。微細孔２の形成
には、Ｄｅｅｐ－Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ法を用いた。Ａｌパッド電
極３は、アルミニウムを主成分とする合金からなっており、その膜厚は約０．４μｍであ
る。また、微細孔の内面にはパリレン等からなる有機絶縁膜４が形成されており、Ａｌパ
ッド電極３の裏面上だけはドライエッチングにより除去されている。有機絶縁膜はシリコ
ン基板の表面にも一部形成されている。微細孔の内壁上にある有機絶縁膜４は、ほぼコン
フォーマルに形成されており、その膜厚は約２μｍとなっている。従って、シリコン基板
１の表裏面の導電性を確保する工程では、実質的な微細孔２の開口は約４６μｍとなる。
【００２９】
　次に図３を用いて、シリコン基板１の表面電極５を説明する。表面電極５はＴｉ層とＡ
ｕ層から構成される。まずは、Ｔｉ層を形成する。このＴｉ層は、その上に形成するＡｕ
層と有機絶縁膜４との密着性を確保するため、およびＡｕとＡｌパッド電極３を構成する
材料とが拡散混合するのを防止するための役割を果たす。Ｔｉ層及びＡｕ層はスパッタ法
あるいは蒸着法によって形成される。この時、蒸着法では蒸発粒子の直進性や密着性を向
上させる為に蒸発粒子をイオン化するイオンプレーティング法を採用する場合もある。ス
パッタ法で形成した場合、Ｔｉ層はシリコン基板表面上では膜厚０．２μｍであり、Ａｕ
層はシリコン基板表面上では０．１５μｍである。この時、微細孔２底部のＡｌパッド電
極３上に形成されたＴｉ層は膜厚５０ｎｍ、Ａｕ層は３０ｎｍであった。
【００３０】
　この時、微細孔２のシリコン基板１の表面側には微細孔の入り口から５０μｍの深さま
でＴｉ層及びＡｕ層が形成される。成膜方法や成膜時の条件により、微細孔内壁表面の電
極形状は異なる。
【００３１】
　次に、図４及び図５を用いてシリコン基板１の上下電極を接続する導電層の形成法につ
いて説明する。インクジェット描画装置（不図示）に取り付けてあるインクジェットヘッ
ド７をシリコン基板１のアライメントマーク（不図示）にて、シリコン基板に対してイン
クジェットヘッド７を相対的にアライメントする。アライメントした後、微細孔２に対し
て、微細孔の径のほぼ中心部に液滴が位置するようにインクジェットヘッド７に液滴形成
用の吐出駆動信号を印加する。インクジェットヘッド７より形成された液滴８は、図５に
示されているように微細孔内壁に着弾する。シリコン基板１とインクジェットヘッド７は
相対的に移動しているため、液滴８は吐出直後には紙面の左方に初速度を有し、微細孔２
の裏面付近の側面に着弾する。基板の表裏面電極の導電層を形成するために、微細孔内に
塗布する液滴は必ずしも１液滴とは限らない。本実施例では、３液滴を微細孔２内に塗布
している。図５では、微細孔内への複数液滴は１回の描画工程で行っている。これは、イ
ンクジェットヘッド７への吐出駆動信号を制御することで複数の液滴を１回のスキャン工
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程で行うことが可能である。また、このように、１回のスキャン工程で複数の液滴と微細
孔２内に塗布しなくとも複数回のスキャン工程で分けても問題ない。
【００３２】
　本実施例では、複数液滴の塗布を一つの微細孔２に対して１回のスキャン工程で実施し
ている。インクジェットヘッド７の吐出のための駆動波形およびスキャン速度を制御する
ことで第２の液滴９および第３の液滴１０が微細孔２の内壁のどの位置に着弾させるかは
制御可能である。本実施例では、概略液滴９は微細孔２の深さ方向の真中辺りに着弾する
ように制御した。また、液滴１０はシリコン基板１の上電極に連続している微細孔内の電
極に接触する位置に着弾するように制御した。このように着弾した複数の液滴は内壁面上
を広がり、連続したインク膜となる。このインク膜を乾燥させ微粒子膜を形成した後、こ
れを２００℃、１時間の焼成することで、図１に示すように導電層１１が形成される。基
板表裏電極の抵抗値を計測したところ、２Ω以下を示した。
【００３３】
　本実施例により、基板上下面の導電層を容易に形成することができ効果を確認すること
ができた。
【００３４】
　実施例１に関して、微細孔内の膜形状を変更させた場合の抵抗値の変化を確認した。表
１参照。液滴塗布量は、ほぼ一定量とした。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　この結果から、膜厚が０．１μｍ以上あり、微細孔の円周方向に沿って、面電極と裏面
電極間での最小幅として、配線幅が１０μｍ以上あると低抵抗（２Ω程度以下）な配線を
形成することが可能である。また、同一液滴塗布量で微細孔内壁全面に塗布した場合には
膜厚が薄くなり、所望の低抵抗値な配線を形成することが出来なかった。
【００３７】
　（実施例２）
　第二の実施例として、本発明の配線基板について詳細に説明する。
【００３８】
　まず、図６及び図７を用いて説明する。図６は微細孔加工後の形状の斜視図である。図
７は図６のＡＢ断面図を表現している。図７は微細孔加工後の絶縁膜及び表面電極及び裏
面電極形成後の断面図である。本実施例では、微細孔加工工程でシリコン基板１の微細孔
内壁に溝２０を同時に形成している。微細孔２はシリコン基板１に形成する。微細孔の直
径は５０μｍ、深さ２００μｍであり、微細孔２の底はシリコン基板１の反対面上に形成
されたＡｌパッド電極３の裏面となっている。微細孔２の形成には、Ｄｅｅｐ－Ｒｅａｃ
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ｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ法を用いた。このときに、マスクを工夫し円形に楔形
状を付加したものを採用した。このようにすることで基板の表面と離面とを連結する溝２
０を同時に形成した。
【００３９】
　溝の最大幅は１５μｍで深さが１０μｍである。Ａｌパッド電極３は、アルミニウムを
主成分とする合金からなっており、その膜厚は約０．４μｍである。また、微細孔の内面
には有機絶縁膜４が形成されており、Ａｌパッド電極３の裏面上だけはドライエッチング
により除去されている。有機絶縁膜はシリコン基板の表面にも一部形成されている。微細
孔の内壁上にある有機絶縁膜４は、ほぼコンフォーマルに形成されており、その膜厚は約
２μｍとなっている。従って、シリコン基板１の表裏面の導電性を確保する工程では、実
質的な微細孔２の開口は約４６μｍとなる。
【００４０】
　次に、シリコン基板１の表面電極５を説明する。表面電極５はＴｉ層とＡｕ層から構成
される。まずは、Ｔｉ層を形成する。このＴｉ層は、その上に形成するＡｕ層と有機絶縁
膜４との密着性を確保するため、およびＡｕとＡｌパッド電極３を構成する材料とが拡散
混合するのを防止するための役割を果たす。Ｔｉ層及びＡｕ層はスパッタ法あるいは蒸着
法によって形成される。この時、蒸着法では蒸発粒子の直進性や密着性を向上させる為に
蒸発粒子をイオン化するイオンプレーティング法を採用する場合もある。スパッタ法で形
成した場合、Ｔｉ層はシリコン基板表面上では膜厚０．２μｍであり、Ａｕ層はシリコン
基板表面上では０．１５μｍである。この時、微細孔２底部のＡｌパッド電極３上に形成
されたＴｉ層は膜厚５０ｎｍ、Ａｕ層は３０ｎｍであった。
【００４１】
　この時、微細孔２のシリコン基板１の表面側には微細孔の入り口から５０μｍの深さま
でＴｉ層及びＡｕ層が形成される。成膜方法や成膜時の条件により、微細孔内壁表面の電
極形状は異なる。
【００４２】
　次に、図８及び図９を用いてシリコン基板１の上下電極を接続する導電層の形成法につ
いて説明する。インクジェット描画装置（不図示）に取り付けてあるインクジェットヘッ
ド７をシリコン基板１のアライメントマーク（不図示）にて、シリコン基板に対してイン
クジェットヘッド７を相対的にアライメントする。アライメントした後、微細孔２に対し
て、微細孔の表面のほぼ中心部に液滴が位置するようにインクジェットヘッド７に液滴形
成用の吐出駆動信号を印加する。
【００４３】
　インクジェットヘッド７より形成された液滴２１は、図８に示されているように微細孔
内壁のほぼ中央部に着弾する。シリコン基板１とインクジェットヘッド７は相対的に移動
しているため、液滴２１は微細孔２の内壁の中央部に着弾する。微細孔の基板の表裏面電
極の導電層を形成するために、微細孔内に塗布する液滴は必ずしも１液滴とは限らない。
本実施例では、２液滴を微細孔２内に塗布している。図８では、微細孔内への複数液滴は
２回の描画工程で行っている。これは、図８は２液滴の着弾位置関係が解りやすいように
同一図で説明をするために示している。
【００４４】
　つまり、図８中の液滴２２は２回目のスキャン工程でのインクジェットヘッド７からの
吐出工程での液滴である。このように、１回のスキャン工程で複数の液滴を微細孔２内に
塗布しなくとも複数回のスキャン工程で分けても問題ない。本実施例では、複数の液滴数
の塗布を２回のスキャン工程で実施している。本実施例では、複数の液滴の微細構内への
塗布が基板の表面側から裏面側に行っている。このように溝形成部に液滴を着弾させると
、図９に示す導電膜２３のように毛管現象により溝内部に上下方向に溝内を狭く広がり連
続したインク膜となる。このインク膜を乾燥させ微粒子膜を形成した後、これを２００℃
、１時間の焼成することで、図９に示すように導電層２３が形成される。表裏面電極の抵
抗値を計測したところ、２Ω以下を示した。
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【００４５】
　本実施例により、基板上下面の導電層を容易に形成することができ効果を確認すること
ができた。
【００４６】
　本実施例では、微細孔に上述の溝部を持たせることでより表裏面電極を結ぶ連続した導
電膜を形成することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、微細な貫通孔に電極を設けるなど、小型実装部品の製造に好適に利用できる
。
【符号の説明】
【００４８】
　１　基板
　２　微細孔
　３　裏面電極
　５　表面電極
　７　インクジェットヘッド
　８、９．１０、２１、２２　インク液滴
　１１、２３　配線
　２０　溝

【図１】 【図２】
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